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GaN系ナノコラムはナノ構造に起因した転位の低減や歪緩和により優れた発光特性を有し、発

光デバイスへの応用が期待されている。これまでに我々は、Gaリッチ条件で n-GaN層を成長し、

ナノコラム径を制御することで、n層側での屈折率を増加させ、光閉じ込め係数の高い p-i-n GaN

系ナノコラムの成長に成功した［1］。一方、Ga リッチ条件で GaN ナノコラムを成長すると、コ

ラムトップに平坦な c面が形成される。本研究では、この GaN平坦層に着目し、トップ形状が平

坦な n型ナノコラム上への AlGaNバリア層をもつ InGaN/AlGaN MQWs成長に関して検討した。 

RF-MBE を用いた Ti マスク選択成長法により

n-GaN テンプレート基板上に n-GaN ナノコラムを

成長した。その後、Gaリッチ条件で n-GaN平坦層

を成長し、その上に InGaN/AlGaN MQWsを成長し

た。比較として、n-GaN平坦層を挿入せずにMQWs

を成長したサンプルも作製した。 

Fig.1 (a)、(b)に n-GaN平坦層成長の概略図およ

び成長前後の SEM像を示す。平坦層の成長前には

斜めファセットをトップ形状とする直径 212nm の

ナノコラムとなっていたが、n-GaN平坦層の成長に

よって横方向成長が促進され、コラム径が 268nm

まで増加し、トップ形状が平坦となった。平坦

層上の MQW 成長の効果を明らかにすべく、

n-GaN平坦層(a)なし、(b) ありのナノコラム上に

InGaN/AlGaN MQWsを成長し、室温 PL測定を行

って、図 2 に示すように相互に比較した。平坦層

がない斜めファセット上の MQWs ではダブルピ

ーク発光が観測され、InGaN層成長時に In組成が

高い InGaNコアが形成され、コアシェル構造が形

成される。一方で、平坦層上に成長させたMQWs

ではシングルピーク発光が観測され、その発光波

長はコアシェル化MQWsのダブルピークの中間的

な値となって、コラムトップ面内における InGaN層の In組成変調が抑制されることが分かった。

本実験はコラムトップ形状によってナノコラム上の InGaN成長メカニズムが変化することを示し

ている。詳細は当日に議論する。 
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Fig. 1 (a) Schematic diagram of n-GaN flat 

layer growth. (b) SEM images before and 

after n-GaN flat layer growth. 

Fig.2 PL spectra for InGaN/AlGaN MQWs 

(a)without and (b) with n-GaN flat layer. 
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